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Разбавленные магнитные полупроводники (РМП), содержащие магнитные ионы, позволяют сочетать полупроводниковые и магнитные свойства. (Ga,Mn)As приобрёл особую популярность после успехов в развитии технологии роста, позволивших заметно уменьшить количество дефектов и увеличить температуру Кюри по различным данным [1] вплоть до 185 К. Магнитные свойства этого материала, такие как ориентация лёгкой оси намагниченности, во многом зависят от деформаций, возникающих из-за рассогласования постоянных решётки подложки и GaMnAs. Цель нашего исследования состояла в определении деформационных потенциалов и структуры основного и возбуждённого состояний акцептора Mn в GaAs и поведение его при одновременном воздействии деформации и магнитного поля. 
Был исследован парамагнитный легированный Mn объемный образец GaAs толщиной 1000 нм с x~10-5. Влияние внешних одноосной деформации и магнитного поля на состояния акцептора Mn изучалось в геометрии Фарадея методом неупругого рассеяния света.

В парамагнитном GaAs:Mn основное состояние акцептора Mn модифицировано обменным взаимодействием 3d-электронов с дыркой, в результате проведённых исследований было установлено, что это обменное взаимодействие носит антиферромагнитный характер, поэтому основным состоянием является состояние с F=1, а остальные сдвинуты вверх по энергии. Влияние внешних деформации и магнитного поля на состояния акцептора Mn F=1 и F=2 изучались методом неупругого рассеяния света с переворотом спина. При одноосной деформации в спектрах неупругого рассеяния в скрещенной поляризации мы наблюдали возникновение 3-х линий, соответствующих переходам между расщеплёнными внешней деформацией подуровнями F=1 и F=2. Их поведение качественно согласуется с моделью, представленной в [2]. Приложенное в условиях внешней одноосной деформации поле приводит к дополнительному расщеплению рамановских линий на зеемановские компоненты. Выполненные эксперименты позволили непосредственно определить величину обменной энергии, g-фактора состояний F=1 и F=2 и постоянные деформационных потенциалов для состояния акцептора Mn. 
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